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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

ペロブスカイト型酸窒化物は300程度の比較的高い比誘電率を比較的高い温度域ま
で示すことから、高温用途のコンデンサなどへの応用が期待されている。しか
し、1000℃以上の焼結時に窒素の一部を放出して半導体化するため、緻密な焼結
体の作製が困難だった。本研究では、電気泳動堆積法を用いてペロブスカイト型酸
窒化物の厚膜成形体を作製し、B2O3焼結助剤の共存下で焼結さらに再窒化すること
で緻密でかつ窒素欠損の無い焼結体を得ることを目的とした。B2O3焼結助剤および
再窒化反応が焼結体の微細組織に与える影響を調査した。

実験
Experimental

ペロブスカイト型酸窒化物SrTaO2NとBaTaO2Nはアンモニア窒化法で作製した。そ
れぞれSrCO3またはBaCO3を少量混合した懸濁液を作製し電気泳動堆積することで
膜厚100μmの厚膜成形体を作製した。B2O3と一緒に厚膜成形体を0.2MPaのN2雰
囲気中、1400℃で4ｈ焼結した。得られた焼結体はアンモニア気流中アニールする
ことで焼結時に放出された 窒素量 を戻し た。試料の 微 細組織は F E -
SEM(JSM-6500F, jeol）で観察した。

結果と考察
Results and Discussion

電気泳動堆積法で作製したSrTaO2N厚膜成形体を1400℃で焼結すると相対密度93％
まで緻密化したが、NH3中の再窒化反応で粒界から割れた。SrTaO2Nは正方晶系で
あり、再窒化反応による格子の異方的な膨張によって粒界割れを起こしたと考えら
れる。一方、立方晶系のBaTaO2NはB2O3の共存下で焼成すると92%まで緻密化し、
さらに焼結後の再窒化反応でも焼結体が割れることはなかった。厚さ100μm
のBaTaO2N厚膜焼結体を相対密度89％で得ることができた（図１）。室温におけ
る誘電特性を評価したところ、104Hzにおいて比誘電率390、誘電損失0.08を示し
た。
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Figures, Tables and

Equations 1

Fig. 1 SEM image of the dense BaTaO2N thick-film ceramic.
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